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※概要（Summary ）： 

分子線エピタキシー法を用いて SrTiO3(001)基板上

に強磁性窒化物を成膜する際に SrTiO3(001)基板を加

熱する必要があるが、輻射加熱を用いた基板加熱では

SrTiO3(001)基板をうまく加熱することはできない。

SrTiO3(001)基板の裏面に輻射熱の吸収層として Mo

をスパッタすることで、SrTiO3(001)基板の輻射加熱

を行い、分子線エピタキシー法で SrTiO3(001)基板上

に強磁性窒化物の成膜を行った。 

 
※実験（Experimental）： 

利用装置：スパッタリング装置 

SrTiO3(001)基板の裏面にスパッタ装置を用いて、

Mo を成膜した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1 に SrTiO3(001)基板裏面にスパッタ装置を用い

て作成した Mo 薄膜と、その基板上に分子線エピタキ

シー法により作成した強磁性窒化膜の光学顕微鏡写

真を示す。 

 
図１：(a) SrTiO3(001)基板裏面に成膜した Mo 薄膜の

光学顕微鏡写真 (b) 分子線エピタキシー法により作

製した強磁性窒化膜の光学顕微鏡写真 

 

図 2 に作成した SrTiO3(001)基板に分子線エピタキ

シー法により作成した強磁性窒化膜の XRD 回折パタ

ーンを示す。これらの結果から、裏面に Mo 薄膜をス

パッタした SrTiO3(001)基板を用いて輻射加熱を行う

ことによって、結晶性の良い強磁性窒化膜を作成でき

たことが分かる。 

 
図２：XRD 回折パターン 
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